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 Si薄膜太陽電池の効率向上を実現するための最重要課題の一つに、a-Si:H の光劣化の低減があ

る。プラズマ中で発生したサイズが 10nm 以下の a-Si ナノ粒子（クラスター）の堆積膜中への混

入が光劣化の原因の一つであると考えられている[1]。現在までに筆者らは、膜へのクラスター取

り込みを抑制可能なマルチホロー放電プラズマ CVD 法を開発し、これを用いて光安定度の高い

a-Si:H 膜の作製を実現した[2]。また、Low-k薄膜堆積用の CVDプラズマ中のクラスター成長を振

幅変調(AM 変調)によって制御できることも報告した[3]。ここでは、マルチホロー放電プラズマ

CVD において AM 変調がシランプラズマ中のクラスター量に与える効果を、発光分光分析(OES)

で調べた結果を報告する。 

実験では放電周波数を 60MHz、AM変調周波数を 10kHz とし, AM変調度を 10-30%の範囲で変

化させた。シランを流量 20sccmで供給した。Fig. 1. は

OES によって測定した、ISi*/ISiH*/ISiH*の時間推移である。

ここで、ISi*/ISiH*/ISiH*は膜中クラスターの体積分率に良

く相関する量である。ISi*/ISiH*/ISiH*は放電開始直後に大

きく、その後 100s 程度で定常状態に移行する。これ

は、シランプラズマ中のクラスター量が初期に大きい

ことを示している。また、AM 変調の効果は放電初期

に大きく、変調度 30%で ISi*/ISiH*/ISiH*が最も低い。こ

のように、AM変調によりシランプラズマ放電中のク

ラスター量を制御することが可能である。 

本研究の一部はNEDOおよび PVTECの支援のもと

行われた。 
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Fig. 1. プラズマ中のクラスター体積

分率に比例する発光強度指標の時間

推移。 
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